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株式会社エルテックは、GaN Systems製 GaN パワートランジスタ「GS61008T-E01-MR」の

構造解析およびプロセス解析レポートをリリースしました。

製品概要

・「GS61008T」は、GaN Systems製の最大動作電圧Vds=100V、大電流Ids=90Aのノーマリーオフ GaN-
on-Si パワートランジスタです。EPC社 GaNおよびInfineon社 Si-OPTIMOSトランジスタと比較して、
GaN Systems GS61008Tは最小の入力ゲート容量を実現し、大電流、超短LIDARパルスアプリケー
ションを対象としています。

解析結果ポイント

・横型構造GaN HEMT(High Electron Mobility Transistor)で、P-GaN層によりノーマリーオフを実現。

・GaN-Epi層に超格子構造なし。

・トランジスタのブレークダウン電圧は測定の結果からBVdss～144V

レポート内容、価格
構造解析レポートではGaN Systems製 GaN パワートランジスタ「GS61008T-E01-MR」の詳細を

明らかにしています。プロセスフロー解析レポートでは構造解析の結果に基づいてチップ製造プロセス

の推定を行っています。

〇プロセス解析レポート：40万円 (税別)

・製造プロセスフロー抽出・推定、マスク枚数、プロセス・シーケンス断面図

・電気特性と素子構造の関連解析
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GaN Systems製 100V GaN トランジスタ 「GS61008T-E01-MR」
構造解析、プロセス解析レポート
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